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【手続補正書】
【提出日】平成25年7月5日(2013.7.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コアと、前記コアの第１の表面上のｍ層のビルドアップ層と、前記コアの第２の表面上
のｎ層のビルドアップ層とを有する基板を製造する方法であって、
　前記ビルドアップ層の各々は誘電体層とその上の導電性層とを備え、ｍ＞ｎであり、
　前記方法は、前記第１の表面上に前記ｍ層のビルドアップ層の（ｍ－ｎ）層を形成する
ことと、ｎ対のビルドアップ層を形成することとを備え、
　前記ｍ層のビルドアップ層の前記（ｍ－ｎ）層の各々を形成することは、それぞれの誘
電体層を穴開けすると共にデスミアすることを備え、前記ｎ対の各々は、前記第２の表面
上に形成される前記ｎ層のビルドアップ層の１つと、前記第１の表面上に形成される前記
ｍ層ビルドアップ層の残りのｎ層の１つとを備え、前記ｎ対のビルドアップ層の各々を形
成することは、誘電体層のそれぞれの対の各１つを穴開けすることと、誘電体層の前記そ
れぞれの対を同時にデスミアすることとを備える方法。
【請求項２】
　誘電体層のそれぞれの対の各１つを前記穴開けすることは、レーザ穴開けすることを備
える請求項１の方法。
【請求項３】
　前記ｍ層のビルドアップ層及び前記ｎ層のビルドアップ層の任意の１つにおける任意の
誘電体層は１回だけデスミアされる請求項１の方法。
【請求項４】
　誘電体層の前記それぞれの対を前記デスミアすることは、誘電体層のそれぞれの対の各
１つを前記穴開けすることの後に誘電体層の前記それぞれの対から残渣を除去することを
備える請求項１の方法。
【請求項５】
　前記ｍ層のビルドアップ層の（ｍ－ｎ）層を前記形成することの前に前記コアの前記第
１及び第２の表面の少なくとも１つ上に複数の導電性トレースを形成することと、前記コ
アの前記第１及び第２の表面上の前記複数の導電性トレースを電気的に接続することとを
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更に備えた請求項１の方法。
【請求項６】
　前記電気的に接続することは、前記コア内に少なくとも１つの穴を穴開けすることと、
前記穴を導電性材質でめっきしてめっきされたスルーホール（ＰＴＨ）を形成することと
を備える請求項５の方法。
【請求項７】
　前記コア内に前記少なくとも１つの穴を前記穴開けすることは、機械穴開けすることを
備える請求項６の方法。
【請求項８】
　前記ｎ層のビルドアップ層の各々は、４０μｍ～６０μｍの範囲内の高さを有する誘電
体層を備え、前記ｍ層のビルドアップ層の各々は、２５μｍ～４０μｍの排他的範囲内の
高さを有する誘電体層を備える請求項１の方法。
【請求項９】
　前記ｍ層のビルドアップ層の最も外側の１つの上に第１の半田マスクを形成することを
更に備えた請求項１の方法。
【請求項１０】
　前記ｎ層のビルドアップ層の最も外側の１つの上に第２の半田マスクを形成することを
更に備えた請求項９の方法。
【請求項１１】
　前記第１の半田マスクは１６μｍ～３０μｍの排他的範囲内の高さを有し、前記第２の
半田マスクは３０μｍ～６０μｍの範囲内の高さを有する請求項１０の方法。
【請求項１２】
　前記基板を強化するために前記コアの前記第２の表面上の前記ｎ層のビルドアップ層の
少なくとも幾つかの内部にリングを形成することを更に備えた請求項１の方法。
【請求項１３】
　前記リングは銅リングである請求項１２の方法。
【請求項１４】
　ｍ＝２且つｎ＝１である請求項１の方法。
【請求項１５】
　請求項１に従い製造される基板であって、コアと、前記コアの第１の表面上のｍ層のビ
ルドアップ層と、前記コアの第２の表面上のｎ層のビルドアップ層とを有し、ｍ＞ｎであ
り、前記ビルドアップ層の各々は１回だけデスミアされる誘電体層を備える基板。
【請求項１６】
　ｍ層のビルドアップ層の最も外側の１つを覆う第１の半田マスクと、ｎ層のビルドアッ
プ層の最も外側の１つを覆う第２の半田マスクとを更に備えた請求項１５の基板。
【請求項１７】
　前記ｍ層のビルドアップ層の各々は２５μｍ～４０μｍの排他的範囲内の高さを有する
誘電体層を有し、前記ｎ層のビルドアップ層の各々は４０μｍ～６０μｍの範囲内の高さ
を有する誘電体層を有する請求項１５の基板。
【請求項１８】
　前記コアは１５ｐｐｍ／℃より小さい熱膨張係数を有する請求項１５の基板。
【請求項１９】
　請求項１５の基板と、前記ｍ層のビルドアップ層の１つを備える前記導電性層の１つと
相互接続されるダイとを備えた半導体デバイス。
【請求項２０】
　前記ｍ層のビルドアップ層の最も外側の１つ及び前記ｎ層のビルドアップ層の最も外側
の１つをそれぞれ覆う第１及び第２の半田マスクを更に備え、前記第２の半田マスクは前
記第１の半田マスクの高さより高い高さを有する請求項１９の半導体デバイス。
【請求項２１】
　前記ｍ層のビルドアップ層の最も外側の１つ及び前記ｎ層のビルドアップ層の最も外側
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の１つをそれぞれ覆う半田マスク及び誘電体材質の層を更に備え、前記誘電体材質の層は
前記半田マスクの高さより高い高さを有する請求項１９の半導体デバイス。
【請求項２２】
　前記第１の半田マスクは１６μｍ～３０μｍの排他的範囲内の高さを有し、前記第２の
半田マスクは３０μｍ～６０μｍの範囲内の高さを有する請求項１９の半導体デバイス。
【請求項２３】
　前記デバイスにおける反りを軽減するために前記ビルドアップ層の少なくとも幾つかの
内部に強化リングを更に備えた請求項１９の半導体デバイス。


	header
	written-amendment

